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1. DATOS BASICOS DEL TFG:

Titulo: Simulacién de nanotransistores avanzados: extraccidn de figuras de mérito
Descripcion general (resumen y metodologia):

El mecanismo mas comun de caracterizaciéon del rendimiento de dispositivos electrénicos es la
simulacién de su curva Id vs. Vgs, ya que se describe la operacién de un transistor relacionando los
voltajes aplicados entre los contactos con la densidad de corriente que fluye por el canal. Existen
ciertas métricas denominadas figuras de mérito que se pueden extraer de la curva para estimar la
velocidad, eficiencia o rendimiento del transistor: tensién umbral, sub-threshold swing, corriente
ON, corriente OFF, ION/IOFF ratio, Drain indiced barrier lowering (DIBL). Ademds, en la practica,
existen varios métodos para la extracciéon de la tensién umbral en dispositivos semiconductores
que inducen distintos resultados [1]: segunda derivada, corriente constante, extrapolacién lineal,
tercera derivada, extrapolacién cruzada, transconductance ratio, ...

En el presente trabajo, se llevard a cabo la implementacién de un cédigo de post-procesado en el
que se calculardn las anteriormente mencionadas figuras de mérito para, finalmente, realizar a
partir de ellas un estudio comparativo aplicado a los dispositivos de mayor interés.

Para la obtencién de las curvas Id vs. Vgs, el estudiante tendrd acceso a un simulador avanzado
Monte Carlo multi-subbanda (MS-EMC) para dispositivos electrénicos tipo MOSFET tridimensionales
desarrollado en el departamento [2,3]. Este cédigo se simulard en un clister Linux de uso en
exclusiva por miembros del grupo de investigaciéon TIC-216 (16 nodos con dual Intel Xeon, 128
nucleos, 538 GB de memoria).

Tipologia: Resolucién de problemas en el ambito de la ingenieria y la arquitectura.
Objetivos planteados:

El trabajo se centrard en cuatro objetivos:

1. Estudio bibliografico de las anteriormente mencionadas figuras de mérito y familiarizacién con el
uso del cdédigo 3D MS-EMC en el clister (trabajo con cllsteres, archivos de entrada y salida).

2. Implementacién de un cédigo de post-procesado en el que se calcularan las figuras de mérito.

3. Estudio de varios métodos para la extraccién de la tensién umbral.

4. Realizaciéon de un estudio comparativo aplicado a dispositivos de mayor interés a partir de las
figuras de mérito.
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Recomendaciones y orientaciones para el estudiante:

El trabajo que se propone se enmarca dentro de la simulacién de dispositivos nanoelectrénicos y en
particular en la evaluacién de transistores propuestos para futuros nodos tecnolégicos (FinFETSs,




nanosheets, nanowires) a través del calculo de los pardmetros fundamentales de caracterizacién
gue determinan sus prestaciones. Seria Util que el estudiante tuviese conocimientos previos sobre
el desarrollo de cédigo de altas prestaciones (como por ejemplo fortran, C++, o Python...).
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